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ОПТОЭлЕкТрОНИкА

* Zero-Cross: схема управления переключением (открыванием симистора) в момент перехода  фазы через ноль.
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Схема 11

Наимено-
вание

Функцион.схема 
(номер схемы)

Kоэффициент 
передачи 

по току, при 
токе=10 мА, %

Напряжение 
коллектор-
эмиттер, В

Макс. 
выходной 

темновой ток 
коллектора, 

мА

Напряжение 
изоляции, 

кВ

Тип 
корпуса

4N25 1 20 30 150 2.5 PDIP-6
4N26 1 20 30 150 2.5 PDIP-6
4N27 1 20 30 150 2.5 PDIP-6
4N28 1 20 30 150 2.5 PDIP-6
4N32 8 500 30 150 2.5 PDIP-6
4N33 8 500 30 150 2.5 PDIP-6
4N35 1 100 30 150 2.5 PDIP-6
4N37 1 100 30 150 2.5 PDIP-6
6N136 2 16 2.5 PDIP-8
6N137 3 700 2.5 PDIP-8
6N139 4 400 2.5 PDIP-8
CNY17-2 1 125 70 100 2.5 PDIP-6
CNY17-4 1 320 70 100 2.5 PDIP-6
CNY74-2H 6 600 70 50 5 PDIP-8
H11D1 1 20 300 10 4.2 PDIP-6
MCT62 6 100 30 5 5.3 PDIP-8
MOC207 13 200 70 10 2.5 SO-8
MOCD207 6 200 70 10 2.5 SO-8
MOCD217 6 100 30 5 2.5 SO-8
TLP504A 6 600 55 50 2.5 PDIP-8
TLP521-1 5 600 55 2.5 PDIP-4
TLP521-2 6 600 55 2.5 PDIP-8
TLP521-4 7 600 55 2.5   PDIP-16
TLP621 5 600 55 2.5 PDIP-4
TLP626 5 600 55 5 PDIP-4
TLP627 9 1000 300 5 PDIP-4

ФУНкЦИОНАлЬНЫЕ СхЕМЫ

®

T E C H N O L O G I E S

ТрАНЗИСТОрНЫЕ ОПТОПАрЫ

ТИрИСТОрНЫЕ ОПТОПАрЫ

ВЫСОкОСкОрОТНЫЕ TTL ОПТрОНЫ

Схема 13

Наим-е Схема Скорость 
передачи, Мб/с

Напр-е питания, 
В

Ток ICCL, 
мА

коэф-т 
передатчи по 

току

Время 
нарастания, 

мкс

CMR кВ/мкс Напр-е 
изоляции, В

Тип корпуса Диапазон 
раб. темп-р, °С

HCPL0600 4 10 4.5 – 5.5 13 0.1 - 3750 SO-8 -40…85
HCPL0601 4 10 4.5 – 5.5 13 0.1 10 3750 SO-8 -40…85
HCPL2611 4 10 4.5 – 5.5 13 0.1 15 5000 DIP-8 -40…85
HCPL2630 6 10 4.5 – 5.5 21 0.1 10 5000 DIP-8 -40…85
HCPL2631 6 10 4.5 – 5.5 21 0.1 10 5000 DIP-8 -40…85
HCPL0501 2 1 4.5 – 5.5 0.2 19 - 50 0.8 10 2500 SO-8 -40…85
6N136 2 1 4.5 – 5.5 0.2 19 - 50 0.8 10 5000 DIP-8 -40…100
6N138 4 0.1 4.5 – 5.5 1.5 300 10 10 5000 DIP-8 -40…100

Схема 12

Наимено-
вание

Функцион. схема 
(номер схемы)

коммутируем. 
напряж.,

пик., В

Входной ток 
срабатыв., 

мА

Функция
«Zero-Cross»*

Напряжение
изоляции, 

кВ

Тип корпуса

MOC3020 10 400 - - 4.2 PDIP-6
MOC3021 10 400 15 - 7.5 PDIP-6
MOC3023 10 400 5 - 7.5 PDIP-6

оПтоПары, оПтроны495
24139

789666432
55238502

885636407
100161748

59000
561813045

7003967406
896603289

31771
514877774
220526749

37289
739829706
910245063
94180121

23787
7000300303

4982
7002059695
360820338

7009929197
7043

943662831
44177

7009620961
295307974
805719168

40379
625141149

7006155889
720553388
265297402
837617091
879879146
141239661
723764475

7000261544
724845119

7001816157
49163
26829

7001245089
7005600451

50452
7003504746
513519271

52352
616962187
152925226
45357154

433271279
54327
38852

252784813
10034

7006060671
50574
7936

33730
348368785

23394
7007560656

55695
104037598
379497666
443617053
595080416

7002669759
762542701
14557329

7000300303
4982

7002059695
360820338
665628289

оПтоПары

580034791
966307565

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1. Оптопары
2. Тип корпуса: 2 – DIP, 3 – SMD, 4 - SOP 
3. Тип нагрузки: 0 – DC, 1 – AC/DC
4. конфигурация контактов: 1А, 1В и т.д.
5. Напряжение нагрузки, х10 В, например, 04=40В, 40=400 
В и т.д.
6. количество контактов
7. Упаковка: 0 – пенал, 1 – лента
8. Служебная маркировка
9. Ограничение по току
10. Соответствие RoHS

1          2        3       4          5         6       7          8         9      10

EPR 2 1 1A  40 6 0 00E L Z 

ОПИСАНИЕ

- DIP, SMT, SOP корпуса
- не создают ЭМП
- отсутствие подвижных частей в конструкции
- совместимость с TTL/CMOS
- низкое сопротивление канала в открытом состоянии
- высокое сопротивление изоляции

ТЕхНИЧЕСкИЕ хАрАкТЕрИСТИкИ

Прямое напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 - 15 В
Обратное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 В
Ток управления:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50 мА
Напряжение нагрузки:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 600 В
Напрерыв.ток нагрузки:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 – 2000 мА
Время срабатывания: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 мс
Напр-е изоляции:  1500 В (SOP), 2500/3750 В (DIP/SMD) 
Рабочая температура:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40…85°С


